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采用电阻率为 !%%%%—"%%%%!·+,的高阻单晶硅材料，研制成功灵敏区尺寸为!(% ,,，耗尽层厚度 - !%%%",
的大面积厚 ./0半导体探测器 1设计了该类探测器厚度测量专用的反冲质子测量系统，对探测器的时间响应、#灵
敏度、漏电流、#23分辨等物理参数进行了测量和分析，结果表明，这类探测器可满足低强度裂变 32#混合场中脉冲

#强度测量的需要 1
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!4 引 言

在高强度脉冲#射线探测中，通常采用真空康
普顿或介质康普顿探测器测量#射线强度［!，"］，这类
探测器线性电流大，性能优异，但灵敏度通常低于

!%5 !) 6·+,"，不能用于低强度测量 1由闪烁体 7光电
倍增管组成的脉冲#射线探测器，能够获得 !%5 !%—

!%5 !( 6·+," 的#射线探测灵敏度，但这类光电探测
器的辐射灵敏度敏感地依赖于所加偏压，且线性电

流较小，一般为 "%%—$%% ,8，测量范围和灵敏度的
稳定性不够理想 1在某些低强度#23混合辐射场脉
冲#射线、9射线强度测量中，迫切需要研制线性电
流大于 * 8，辐射灵敏度可达 - ! : !%5 !$ 6·+,"、具有

#23分辨能力、灵敏度稳定的新型脉冲#射线强度
探测器 1电流型 ;<=./0探测器是一种结构简单、灵敏
度高，时间响应快、线性和测量动态范围大，对低能

中子直照不灵敏且灵敏度稳定的固态探测器［#，$］，已

广泛用于辐射探测，适用于裂变 32#混合场脉冲#
射线强度测量 1我们曾经研制了尺寸为!&—!"% ,,
和最大直径为!(% ,,，灵敏区厚度为 "%%—#%%",
的 ./0探测器［*］，这类探测器灵敏体积较小，在低强
度脉冲#射线强度测量中，有时辐射灵敏度和测量
统计性还不能满足要求 1 本文采用电阻率为

!%%%%—"%%%%!·+,高阻单晶硅，在国内研制成功灵
敏区面积为!(% ,,，全耗尽层厚度达 - !%%%",的
大面积厚 ;<=./0半导体探测器 1为准确确定该类探
测器耗尽层厚度，设计制作了 "%>专用反冲质子厚度
测量靶室系统 1同时对该探测器的漏电流、#灵敏
度、时间响应、#23分辨能力等性能参数进行了测量
和分析，结果表明，我们研制的大面积厚 ./0探测器
性能稳定，在 ’%% ?偏压下，漏电流小于 $%"8，其线
性电流输出大于 !% 8，可满足低强度脉冲#射线强
度测量的要求并已在相关领域获得成功应用 1目前
在市场上尚未见相近的商用产品 1

" 4 探测器的制作

大面积厚 ./0 探测器采用电阻率为 !%%%%—
"%%%%!·+,的高阻单晶硅材料制成 1制作中用离子
注入法在加工好的硅片两侧重掺磷施主杂质和硼受

主杂质，形成厚度约为 &%%—!*%% @ 37区薄层和 A7

区薄层，再经清洗、烘干和真空退火处理后进行封

装 1最后在 A7 区和 37 区的外表面蒸上约 #%%—&%%
@的金层，形成欧姆接触电极 1探测器灵敏区面积为

!(% ,,，全耗尽厚度约为 !%%%",1外形结构如图 !
所示 1
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图 ! 制作的大面积厚 "#$探测器（直径：!%& ’’，厚度：( !&&&

!’）

)* 探测器的物理性能

!"#" 探测器的漏电流

漏电流大小是衡量 +,-"#$探测器质量、确定其
应用范围的重要参数 .我们研制的大面积厚 "#$探
测器漏电流典型值见表 ! .它主要由势垒区内部产
生的体电流、少数载流子扩散电流和表面漏电流组

成 .从表中可知，所列探测器在 /&& 0偏压下漏电流
小于 1&!2，能够满足脉冲射线测量要求 .
表 ! 大面积 "#$探测器漏电流（!2）（灵敏区面积为!%&

!
!!!

）

探测

器号

灵敏区

厚度3!’

探测器

偏压30

!!!

1&& 4&& %&& /&&

) 5

!!!

647 !! !/ 84 84

% 5 6/4 漏电流3!

!!!

2 !7 8) 8/ )7

!& 5 6/6 !1 !% !7 84

!"$" 探测器灵敏区（全耗尽层）厚度的测量

"#$探测器全耗尽厚度直接影响探测器的辐射
灵敏度和测量的统计性，是探测器的主要性能参数

之一，必须进行精确的测量 .本文采用反冲质子能量
沉积谱和特征 9射线荧光吸收两种方法对 !&&&!’
的厚探测器灵敏区厚度进行了测量 .
) *8*!* 反冲质子能量沉积谱测量方法
采用高能中子-反冲质子能量沉积谱的厚度测

量方法，可精确确定探测器灵敏区厚度并探查灵敏

区 +,材料的内部结构缺陷 .其原理是将中子在测量
靶室中聚乙烯转换靶上产生的反冲质子在 +,-"#$中
能量沉积谱用多道记录并与理论计算能谱比较，来

确定耗尽层厚度 .如果实测谱谱形发生畸变，就说明
探测器灵敏区有缺陷 .这种厚度测量方法的精度好
于 : !&!’，是目前测量 "#$半导体探测器耗尽层厚
度最准确的方法 .
对于灵敏区厚为 !&&&!’的 "#$探测器灵敏区

的测量，要求反冲质子能量大于 !8 ;<0，反冲质子
与入射中子的夹角""88=.显然，我们原有 )&=，14=，
%&=反冲质子厚度测量靶室系统均不能满足要求，为
此，我们设计了探测器与靶中心质子反冲角为 8&=的
专用厚度测量靶室，其原理如图 8所示 .用该靶室系
统实测的典型反冲质子能量沉积谱见图 ) 和图 1 .
图 )是全耗尽情况下的反冲质子能量沉积谱，图 1
是同一探测器全耗尽和非耗尽状态下的反冲质子能

量沉积谱 .从图中可以看出，耗尽时反冲质子谱后沿
没有台阶，在非耗尽状态下，反冲质子谱后沿存在明

显台阶 .

图 8 8&=反冲质子厚度测量靶室示意图

图 ) ( !&&&!’探测器耗尽时反冲质子能谱

)*8*8* 特征 9荧光吸收法
从制作过程知道，"#$ 探测器灵敏区厚度与单

晶硅片的差别在于离子注入层和电极上的镀金层，
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图 ! 不同耗尽厚度（对应不同偏压）探测器反冲质子沉积能量

谱特征：未全耗尽时谱的后沿有明显台阶，随着耗尽厚度的增

加，台阶不断提高，全耗尽时，台阶消失

其数值一般小于 "!#，因此我们可以用特征 $射线
吸收方法来测量探测器的厚度 %但这种测量方法给
出的是单晶硅片的物理厚度，不能提供探测器耗尽

层内部结构缺陷信息 %在探测器硅片无缺陷、制作无
缺陷的情况下与反冲质子能谱测量方法能够给出基

本相同的结果 %表 &是我们利用特征 $射线测出的
!个探测器厚度及其与反冲质子能量沉积谱方法给
出的结果的比较，不难看出，它们在不确定度范围内

一致 %特征 $射线荧光吸收厚度测量方法的特点是
快速、低成本 %
表 & 部分探测器灵敏区厚度测量结果比较（探测器灵敏区面积为

!’( ##）

探测器 ) * + ,
灵敏区

厚度-!#

反冲质子谱方法

特征 $射线法
..( / "(

.." / &(

.’0 / "(

.’1 / &(

.20 / "(

.2" / &(

.2( / "(

.’2 / &(

!"!" 探测器的时间响应

探测器的时间响应直接确定其无明显畸变地探

测待测脉冲波形的宽度 % 345678探测器对脉冲的时
间响应与探测器的耗尽层宽度、电场分布和电场强

度、探测器电容、辐射类型和入射方向及环境温度等

因素有关，文献［9，’］给出了理论计算方法 %为了获
得大面积厚 678探测器对脉冲响应的定量认识，我
们在半宽度为 0( :;的脉冲 $射线源上对探测器的
时间响应进行了测量，测量获得的原始波形见图 0，
经数据处理，得到其时间响应半高宽 <=>? @ 1( :;%
满足 "(( :;的设计要求 %根据线性系统对脉冲响应
的一般规律，采用这种探测器探测半高宽为其时间

响应半高宽 9倍以上，即半高宽在 &!( :;以上的脉
冲"波形，波形形状不会发生明显的畸变 %

图 0 大面积厚 678探测器对脉冲 $射线的响应波形

!"#" 探测器的!灵敏度及!$%分辨能力

探测器的"-: 分辨能力及其随中子能量的变
化，决定其是否适合在 :-"混合场中测量"射线强
度，是探测器主要的特性参数之一 %
9 A!A"A 345678探测器对中子的直照灵敏度

345678探测器对中子的直照响应主要来源于中
子与 34原子核的弹性散射以及&1 34（:，B）&1)C，&13 4（:，

#）&0 ?D 带电粒子反应，这两种反应的阈值分别为
9A1’ ?EF和 &A’’ ?EF，在中子能量小于 0 ?EF时，34
原子核反冲占优势 %这一作用机理，导致了 345678探
测器对低能中子的不敏感，可用于裂变中子本底下

脉冲"强度的测量 %裂变中子能谱与 =GHH 谱相近，
图 ’是 =GHH 谱的分布波形，中子主要分布在 (—!
?EF，中子能量峰值在 " ?EF 左右，平均能量为 &
?EF%在 (—! ?EF能区，计算得到尺寸为!’(，"(((

!#的 345678探测器的中子的直照灵敏度列于表 9 %
表 9 !’(，"(((!#的 345678探测器对中子的直照灵敏度［9］

中子能量-?EF (A0 "A( "A0 &A( &A0 9A( 9A0 !A(

直照灵敏度- I "( J "’ +·K#& 9A" ! %1 0 %2 ’ %0 2 %" 2 %’ 1 %0 ""

9A!A&A 345678探测器的"-:分辨
在电子平衡时，尺寸为!’(，"(((!# 的 345678

探测器对"射线的直照灵敏度为 !"!2A" I "(J "0

+·K#& -?EF［9］%从 678探测器对中子、"射线的直照
灵敏度可以了解其在裂变中子能区测量"射线强度
时的"-:比，将 678探测器的中子和"直照灵敏度
用单位 +·K#&，并视辐射场中子平均能量为 & ?EF，"
射线的平均能量为 "A0 ?EF，则 345678探测器在该
能区的"-:比值约为 "’，其"-:分辨能力可以满足

009"9期 欧阳晓平等：用于脉冲"强度测量的!’(，"(((!# 678探测器



图 ! "#$$ 谱分布

一般裂变 %&!混合场脉冲!强度测量的要求 ’

!"#" 探测器物理性能与应用分析

()*探测器在脉冲测量时，需要提供反向偏压
才能正常工作 ’探测器的线性电流输出与所加偏压
有关 ’根据文献［+］，探测器输出的最大线性电流输
出小于所加偏压除以回路负载电阻 ’因此，要获得大
的线性电流输出，应尽量给探测器施加更高的偏压 ’
然而，偏压愈高，探测器的漏电流愈大 ’由于 ,-.()*
探测器是高阻硅，大的漏电流会使探测器发热，甚至

烧毁 ’ ,-.()*探测器的漏电流通常应小于 /00"1
［+］，

且漏电流愈小，探测器性能愈佳 ’本文研制的大面积
()*探测器在 200 3偏压下，漏电流小于 40"1，外
接负载阻抗为 50#时，其最大线性电流 !6#7!/4 1，
完全满足设计要求 ’探测器对脉冲的时间相应，实验
测量约 80 %9左右 ’大面积厚 ()*探测器主要用于低
强度裂变中子、伽马辐射场脉冲伽马信号的探测，这

类脉冲辐射场时间宽度通常在微秒量级，采用时间

相应小于 /00%9的 ()*探测器是较为理想的，不会
对波形产生明显的畸变 ’同时，根据脉冲信号通过线
性系统波形面积归一的原理，对于脉冲波形面积测

量，其结果不受探测器时间响应的影响 ’ ,-.()*探测
器用于中子、伽马混合辐射场伽马测量时，其!&%分
辨取决于混合场中的中子能谱 ’如果是裂变中子场，
其平均能量约 : ;<3，其!&% 分辨可达 /!，满足

测量精度要求；如果是聚变中子场，其!&%分辨约为
0=5，无法实现!&% 分辨 ’不过，对于聚变中子辐射
场，其脉冲宽度一般小于 :0 %9，伽马射线和聚变中
子束通常可以通过飞行时间进行分离，伽马射线先

期到达，因而不会受到聚变中子的干扰 ’直径!!0
66，灵敏区厚度 > /000"6的大面积厚 ()*探测器
灵敏体积是原有直径为!:0 66，灵敏区厚度 > :50

"6的 ()*探测器灵敏体积的 +! 倍，因而其探测灵
敏度和测量统计性都得到明显提高，适合于低强度

微秒级脉冲伽马波形面积的测量 ’

4 = 结 论

研制的灵敏区厚度为 /000"6的 ()*探测器，
比传统的薄型 ()*探测器对工艺和材料有更高的要
求 ’根据灵敏区厚度及其他性能参数测量结果，我们
研制成功直径为!!0 66，灵敏区厚度约为 /000"6
的大面积厚 ,-.()*探测器，并建立了反冲质子厚度
测量系统，对其灵敏区厚度、漏电流、!&% 分辨等性
能进行了测量和分析 ’该探测器已用于裂变 %&!混
合场中测量脉冲!强度信号，测得的典型波形如图
2所示 ’该类探测器不仅明显提高了探测效率和测
量的统计性，而且灵敏度稳定，测量动态范围宽，在

低强度脉冲!射线测量中显示出特有的优越性 ’

图 2 典型的脉冲!实测波形

［/］ ?<@<AA B C /D2: EF6G$F% H-FI<9：BJ<FKL #%I H<M<AFG6<%$ NFK
C#I-#$-F% H<$<O$FK9（,E.HC.2: 0//8）

［:］ PQ<K$ (，R#STF% 1 ? /D!2 C<M’ ,O- ’ )%9$K !$ /242
［+］ USOVSOV’ C " /D2/ ,<6-OF%ISO$FK H<$<O$FK9 NFK S9< -% $J< OSKK<%$

;FI<（WECR.5/0//）
［4］ XSL#%Y Z (，R- [ ?，"#%Y \ , "# $% :005 1O$#’ (JL9’ ,-%’ #%

/2D（-% EJ-%<9<）［欧阳晓平、李真富、王群书等 :005 物理学

报 #% /2D］
［5］ XSL#%Y Z (，R- [ ?，[J#%Y ] ] "# $% :00: 1O$#’ (JL9’ ,-%’ #&

/50:（-% EJ-%<9<）［欧阳晓平、李真富、张国光等 :00: 物理学
报 #& /50:］

［!］ ^S#%Y _ /D8/ &’(")*+",# $,- ."/"$)01 /.:，+0（-% EJ-%<9<）［黄
豹 /D8/ 实验与研究 /.:，+0］

!5+/ 物 理 学 报 5!卷



!!"，#"""!! "#$$%& ’()(*)+,- .+, /01-(2" .103 !(4-0,(!(5)

!"#$%& ’($)*+(%&,）-） .( /01%*2"-） 3) 4"*5"%6） 7)%& ’($%&*8$(9）

,）（!"#$%&’"(& )* +(,-(""%-(, ./01-21，31-(,/4$ 5(-6"%1-&0，7"-8-(, ,:::;9，9/-($）

-）（:)%&/;"1& <(1&-&4&" )* :42="$% 3"2/()=),0，>-’$( <,::-9，9/-($）

6）（ <(1&-&4&" )* ?)@"%( ./01-21，A4@$( 5(-6"%1-&0，B/$(,/$- -::966，9/-($）

9）（ <(1&-&4&" )* +="2&%)(-2 +(,-(""%-(,，9/-($ C2$@"’0 +(,-(""%-(, ./01-21，?-$(0$(, =-,>::，9/-($）

（?1@1(A1B ,- 71CD1EF1G -::H；G1A(I1B E$%"I@G(CD G1@1(A1B ; J"&"ID -::=）

JFIDG$@D
KI(%& 0(&0*G1I(ID(A(D#（,::::—-::::!·@E）%*D#C1 7( L$M1GI，L1 0$A1 B1A1N)C1B!=: +OP I1E(@)%B"@D)G B1D1@D)G L(D0

B1CN1D()% D0(@Q%1II R ,::: E(@G)%I M)G N)L*(%D1%I(D# C"NI1B"*G$# MN"S E1$I"G1E1%D T 2)G B1D1GE(%$D()% )M D0(@Q%1II )M D01
B1CN1D()% B1CD0I，$ G1@)(N CG)D)% @0$EF1G L(D0 -:U I@$DD1G(%& $%&N1 0$I F11% @)%IDG"@D1BT V01 B1D1@D)G’I C1GM)GE$%@1 0$A1 F11%
E1$I"G1B $%B $%$N#W1B，L0(@0 (%B(@$D1I D0$D D01 B1A1N)C1B B1D1@D)G I$D(IM$@D)G(N# E11DI D01 1SC1@D1B IC1@(M(@$D()%I T 8)EC$G1B L(D0
D01 1S(ID(%& B1D1@D)GI L(D0 B1CN1D()% B1CD0I )M -::—6:: E(@G)%I，D01 B1D1@D)G 0$I E"@0 &G1$D1G"B1D1@D(%& I1%I(D(A(D# $%B I"(D1B
M)G E1$I"G(%& C"NI1B"*G$# MN"S (% N)L*(%D1%I(D# E(S1B"X% M(1NBI T

%&’()*+,：N$G&1 $G1$ +OP B1D1@D)G，@"GG1%D E)B1，I1E(@)%B"@D)G B1D1@D)G
-.//：->9:+

<H6,6期 欧阳晓平等：用于脉冲"强度测量的!=:，,:::#E +OP探测器


